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【序論】近年高分子太陽電池は低製造コスト、大面積化可能、フレキシブル等の特徴を持つ

ため盛んに研究されている。3 元系太陽電池は高い光エネルギー変換効率を持つため盛んに

研究されている。高分子 PTzBT（Fig. 1）を用いた逆構造高分子太陽電池は ITIC を活性層に

添加することで高変換効率と高耐久性を示すことから注目されている。しかし、PTzBT にお

ける電荷蓄積状態の詳細は未解明である。本研究では、オペランド光誘起電子スピン共鳴

（ESR）分光法を、PTzBT を活性層に用いた有機電気化学トランジスタ構造に適用し、素子

中の電荷蓄積状態を微視的な視点から研究したので報告する。 

 

【実験】作製した有機電気化学トランジスタの構造を Fig. 2 に示す。絶縁層に用いたイオン

ゲルはイオン液体（[EMIM][TFSI]）と共重合体高分子（PS-PMMA-PS）で形成され、ドロッ

プキャスト法により成膜した。ゲート、ソースおよびドレイン電極として Ni/Au（3 nm/57 nm）

を真空蒸着法により、活性層として PTzBTをスピンコート法により成膜した。その後、窒素

雰囲気下で配線を行い、ESR試料管中に封止して ESR測定を室温で行った。 

 

【結果と考察】Fig. 3に PTzBTのトランジスタ素子の ESR信号を示す。外部磁場方向は基板

面に平行である。負のゲート電圧（Vg）の絶対値を増加させると、Vg = −0.8 V以上で ESR信

号が観測され、その後、ESR 信号強度は単調に増加した。観測された信号の g 因子から、信

号の起源が PTzBTに誘起された正孔であることが同定された。外部磁場方向を変化させると

ESR信号の g因子が変化し、異方性が観測された。これは電荷蓄積されている PTzBTに分子

配向性が有ることを示している。現在、密度汎関数理論を用いた解析も進めており、当日報

告する予定である。 
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Fig. 1 Chemical structure 

of PTzBT.  

Fig. 2 Schematic of a transistor 

used for the ESR study. 

Fig. 3 Vg dependence of ESR 

spectra of the PTzBT transistor.  
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